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内容概要

　　《半导体概论》从工程应用的角度，浓缩半导体物理、半导体材料和半导体器件的基本内容，介
绍半导体及其器件的基本原理，介绍各种主要半导体材料的基本特性、制备方法及其应用，特别注意
反映半导体科学与技术发展前沿的动态及最新成果。
主要内容包括半导体物理与器件概论，半导体材料概论，半导体材料的制备方法，半导体杂质工程与
能带工程，宽禁带半导体，以及半导体照明等。
　　《电子信息与电气学科规划教材：半导体概论》可作为普通高等院校本科电子科学与技术专业和
微电子学专业“半导体材料”课程和材料科学与工程学科研究生“半导体概论”课程以及相关领域工
程硕士课程的教科书，也可作为相关学科研究生“光电子技术”等课程的教学参考书或补充教材，更
可供在半导体器件与微电子技术领域、材料科学与工程领域、微机电领域以及应用物理等领域从事研
究和开发工作的研究人员和工程技术人员参考。
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